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Mairittele lyhvesti seuraavat athealueeseen liittyvit kiasitteet (pelkkd suomennos ei riitd): a)
forward recovery time, b) IGBT, ¢) proximity effect, d) ESR, e) penetration depth ja f) eddy
current.

Tarkastellaan kuvan 1 mukaista kytkentid, jossa diodit V; ja V, muodostavat erddn hakkurin
toisiopuolen tasasuuntauksen, ja ovat fyysisesti sijoitettu samaan TO-220 koteloon. Kuvassa 1b
on esitetty diodin sijaiskytkenti.

Iops =TTA I po =6A  jal, n =63A,1, . =4A  seki

a) Laske diodipaketin johtavuustilan hidviot, kun
e . a)
molemmille diodeille 7, =50mQ ja U, =0.7V (4p) }“

b) Miiritd ko. diodipaketin rajapintaldmpétila Tj, kun 7 U,
kotelon limpétila on 60 °C ja Ry = 5 °C/W (2 p) by (D
Kuva 1
C

100 pF:n kondensaattorin sijaiskytkentd on esitetty

kuvassa 2. Oletetaan,  ettd R, >>1/ joC . 3
Kondensaattorin ESL ( L) = 15 nH ja héavickerroin tand
=0.2. R

a) Mikd on kytkennén resonanssitaajuus? (2 p)

b) Mill4 taajunsalueella ko. kondensaattori toimii kondensaattorina? (2p) Kuva2

¢) Miiiritd ko. kondensaattorin ESR (R)), kun f =100 kHz. (2 p)

Tehtdviandsi  on  suunnitella  diodin  estotilaan C R
kytkeytymisen aikana ilmenevédn virdhtelyn vihentdvi . N
piiri (s.0. snubber) kiyttien sarjaan kytkettya RC -piirid L i -
kuvan 3 mukaisesti. Tiedetddn, ettd ko. virdhtelyn a

taajuus  f =24 MHz ja sec johtuu piirin  haja-
induktansseista ja — kapasitansseista. Hajainduktanssin
sauruudeksi on midritetty 10 puH. Kiytdi Raymond
Ridleyn kehittimid resonanssipiirin karakteriseen

impedanssiin perustuvaa menetelmdi. Z, = L/C @, =1/VLC

Kuva 3

a) Mitoita C, (2 p)
b) Mitoita R, (2 p)
¢) Mikd on alkuperiisen piirin hajakapasitanssin suuruus? (2 p)

Kuvaile lyhyesti MOSFETin hidviomekanismit (5 p). Miksi IGBT:li el voida vilttamatta
korvata MOSFET4? (1 p).
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